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酸化ガリウム(Ga2O3)は、GaN や SiC を上回る大きなバンドギ

ャップを持ち、次世代の半導体材料として高耐圧デバイス応用が

期待されている。その Ga2O3 は結晶多形であり、α, β, γ, δ, ε相が

知られている。本研究では、GaN や AlN などと同じ六方晶系の

結晶構造を有する準安定相 ε-Ga2O3 に注目している。この

ε-Ga2O3は 2013年に結晶構造が知られて以来、結晶成長の報告が

年々増加している。[1] また、理論計算の結果から、GaNの約 7

倍の自発分極を有すると報告され、分極を利用したパワーデバイ

ス応用への期待が高まっている。[2] Fig. 1に示すように、準安定相 ε-Ga2O3は c軸反転対称性の欠

如した結晶構造を有しており、これは典型的極性物質であるが、近年、強誘電体ヒステリシスル

ープが観察され、分極反転可能であることが報告された。[3] 我々は、結晶構造の制御により強誘

電体特性を発現する HfO2に次ぐ新しい強誘電体材料として準安定相 ε-Ga2O3を提案する。本研究

室では、ミストCVD法を用いてMgO (111)やYSZ(111), GGG(111)などの立方晶基板上やAlN(0001)

などの六方晶テンプレート基板上へのヘテロエピタキシャル成長について報告してきた。[4][5][6]  

本研究では、c 面サファイア基板上に成長した正方晶

SnO2(100)上に準安定相 ε-Ga2O3 薄膜のエピタキシャル成長を

試みた。また、Fig. 2のように SnO2層を透明導電膜として利用

することにより、ε-Ga2O3薄膜の電気的特性を評価した。Fig. 3

は室温での P-E 測定の結果である。通常のペロブスカイト型酸

化物強誘電体に比べると小さい残留分極密度、大きい抗電界だ

が、先報[3]と同程度の残留分極密度の強誘電体分極ヒステリシ

スが得られた。 
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Fig. 1 Crystal structure of ε-Ga2O3. 

 

Fig. 3 P-E hysteresis loop measured 
with 1kHz at room temperature. 

Fig. 2 Cross-sectional stacked 
structure of Ga2O3 film on 
SnO2/c-sapphire substrate. 
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